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(57)【要約】
【課題】スリットを形成する電極の透過率を向上させる
ことができる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】表示部２を形成する画素３を、少なくとも
、液晶分子Ｍを挟んで対向する第１の基板１２及び第２
の基板２９と、該第１の基板１２及び第２の基板２９の
一方に設けられ絶縁膜２３を挟んで配置された前記液晶
分子Ｍを駆動する共通電極２２及び画素電極２４とで構
成し、前記共通電極２２及び前記画素電極２４のうちの
前記液晶分子Ｍ側の電極は、ラビング方向に対して所定
角度傾斜し且つ平行な複数のスリットＳ１を有すると共
に、該スリットＳ１と平行な対向外周縁３１，３２を有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を形成する画素を、少なくとも、液晶層を挟んで対向する一対の基板と、前記一
対の基板の一方の基板に設けられ絶縁膜を挟んで配置された前記液晶層の液晶分子を駆動
する共通電極及び画素電極と、で構成し、
　前記共通電極及び前記画素電極のうちの前記液晶層側の電極は、前記画素の長手方向に
対して所定角度傾斜したスリットを有すると共に、該スリットと平行な対向外周縁を有す
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記スリットは、前記液晶層側の電極の当該スリットの長手方向の対向外周縁より内側
に平行四辺形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記スリットは、前記液晶層側の電極の当該スリットの長手方向の対向外周縁の一方ま
で延長して、当該電極が櫛歯形状とされていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項４】
　前記スリットは、前記液晶層側の電極に互いに平行に複数形成されていることを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記液晶層側の電極は外側電極部がゲート線と少なくとも一部が重ならないように配設
されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記液晶層側の電極は外側電極部がドレイン線と少なくとも一部が重なるように配設さ
れていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記液晶層側の電極に形成されたスリットは、ラビング方向に対して所定角度傾斜し形
成されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記スリットは開口部側のディスクリネーションが発生する部位に拡張スリット部が形
成されているマスクを使用して形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か１項に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記スリットはディスクリネーションが発生する部位に拡張電極部が形成されたマスク
を使用して形成されていることを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に透過率を向上させることができる液晶表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　高いコントラスト及び広視野角が得られる液晶表示装置として、液晶を２つの透明基板
に対して略水平方向の電界を用いて液晶分子の配向を制御する液晶表示装置、即ち、ＦＦ
Ｓ（Fringe-Field Switching）モードやＩＰＳ（In-Plain Switching）モード当により動
作する液晶表示装置が知られている。この液晶表示装置では、一方の透明基板に、表示信
号が供給される画素電極と共通電位が供給される共通電極の両者が配設される。
【０００３】
　この液晶表示装置がＦＦＳモードである場合について説明すると、例えば、画素電極に
複数の線状部及びスリットが交互に平行に配置され、画素電極と共通電極とは、絶縁膜を
介して対向して配置される。液晶分子は、配向膜のラビング方向に応じて初期配向される
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。そして、画素電極に表示信号が印加されると、画素電極の線状部からスリットの下層に
延在する共通電極に延びる電界、即ち透明基板に対して略水平方向の電界に応じて、液晶
分子の配向方向が制御される。この液晶分子を介して光学的制御が詠行われ、白表示又は
黒表示が行われる。
【０００４】
　ところで、ＦＦＳモードの液晶表示装置として、例えば、複数個の液晶分子を含む液晶
層を介して所定の距離で第１及び第２透明絶縁基板を対向配置し、第１透明基板上に複数
個のゲートパスライン及びデータパスラインを形成して単位画素を限定するようにマトリ
クス形態で配置し、これらとの交差部に薄膜トランジスタを設け、透明導電体からなるカ
ウンタ電極を各単位画素に配置し、カウンタ電極と一緒にフリンジフィールドを形成する
複数個の上部スリット及び下部スリットを前記カウンタ電極と絶縁して各単位画素に配置
し、画素の長辺を中心に対称となる所定の傾きで配列し、また、透明導電体からなる画素
電極とを含む構成を有するフリンジフィールドスイッチングモード液晶表示装置が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１８２２３０号公報（第１頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の従来例にあっては、ゲートパスライン及びデー
タパスラインで囲まれる領域に長方形状の画素電極が配設され、この画素電極にゲートパ
スラインと平行な短辺に対して傾斜する複数のスリットを互いに平行に形成する場合と、
画素電極の長手方向の中心位置で対称関係となる傾斜角を有する上部スリット及び下部ス
リットを形成する場合とが開示されており、スリットによって透過率を向上させることが
できるものであるが、画素電極が長方形状に形成されて、これに対して短辺に対して傾斜
するスリットが形成されているので、短辺側の対向外周縁側でスリットと外周縁との間に
直角三角形状の電極部が残ることになり、この部分で透過率が低下するという未解決の課
題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来例の未解決の課題に着目してなされたものであり、スリッ
トを形成する電極の透過率を向上させることができる液晶表示装置を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の形態に係る液晶表示装置は、表示部を形成する画素
を、少なくとも、液晶層を挟んで対向する一対の基板と、前記一対の基板の一方の基板に
設けられ絶縁膜を挟んで配置された前記液晶層の液晶分子を駆動する共通電極及び画素電
極と、で構成し、前記共通電極及び前記画素電極のうちの前記液晶層側の電極は、前記画
素の長手方向に対して所定角度傾斜したスリットを有すると共に、該スリットと平行な対
向外周縁を有することを特徴としている。
【０００８】
　この第１の形態では、共通電極及び画素電極のうちスリットを形成した電極がスリット
と平行な対向外周縁を有するので、電極の外形を平行四辺形状に形成することができ、ス
リットと平行な対向外周縁に余分な電極部がないので、画素の透過率を向上させることが
できる。
　また、第２の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態において、前記スリットは、前記
液晶層側の電極の当該スリットの長手方向の対向外周縁より内側に平行四辺形状に形成さ
れていることを特徴としている。
【０００９】
　この第２の形態では、液晶層側の電極が平行四辺形状に形成されているので、この電極
を形成するために電極層薄膜をエッチングする際の露光マスクを容易に形成することがで
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きる。
　さらに、第３の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態において、前記スリットは、前
記液晶層側の電極の当該スリットの長手方向の対向外周縁の一方まで延長して当該電極が
櫛歯形状とされていることを特徴としている。
【００１０】
　この第３の形態では、スリットの一端がスリットの長手方向側の対向外周縁の一方まで
延長して電極が櫛歯形状とされているので、電極を平行四辺形状に形成する場合に比較し
てより透過率を向上させることができる。
　さらにまた、第４の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態乃至第３の形態のいずれか
１つの形態において、前記スリットは、前記液晶層側の電極に互いに平行に複数形成され
ていることを特徴としている。
【００１１】
　この第４の形態では、スリットが互いに平行に複数形成されているので、画素の透過率
を向上させることができる。
　なおさらに、第５の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態乃至第４の形態のいずれか
１つの形態において、前記液晶層側の電極は外側電極部がゲート線と少なくとも一部が重
ならないように配設されていることを特徴としている。
【００１２】
　この第５の形態では、液晶層側の電極の外側電極部がゲート線少なくとも一部が重なら
ないように配設されているので、外側電極部と液晶層側の電極より大きく形成されている
下部電極との電界により、外側電極部とゲート線の間の液晶分子を制御することができ、
画素における透過率をより向上させることができる。
　また、第６の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態乃至第５の形態のいずれか１つの
形態において、前記液晶層側の電極は外側電極部がドレイン線と少なくとも一部が重なる
ように配設されていることを特徴としている。
【００１３】
　この第６の形態では、液晶装置側の電極の外側電極部とドレイン線とを少なくとも一部
が互いに重なるように配置することにより、スリットの端部をドレイン線に近づけること
ができ、画素における透過率をより向上させることができる。
　さらに、第７の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態乃至第６の形態のいずれか１つ
の形態において、前記液晶層側の電極に形成されたスリットは、ラビング方向に対して所
定角度傾斜して形成されていることを特徴としている。
【００１４】
　この第７の形態では、スリットがラビング方向に対して所定角度傾斜して形成されてい
るので、液晶層の液晶分子の回転方向を安定させることができる。
　さらに、第８の形態に係る液晶表示装置は、第１の形態乃至第３の形態のいずれか１つ
の発明において、前記スリットはディスクリネーションが発生する部位に拡張スリット部
が形成されたマスクを使用して形成されていることを特徴としている。
【００１５】
　この第８の形態では、スリットのディスクリネーションが発生する部位に拡張スリット
部が形成されたマスクを使用して形成されているので、スリットの形状が円弧状となるこ
とを抑制してディスクリネーションの発生を抑制することができる。
　さらにまた、第９の形態に係る液晶表示装置は、第３の形態において、前記スリットは
開口部側のディスクリネーションが発生する部位に拡張電極部が形成されたマスクを使用
して形成されていることを特徴としている。
【００１６】
　この第９の形態でも、電極を櫛歯状に形成する際に、そのスリットの開口部側のディス
クリネーションが発生する部位に拡張電極部が形成されたマスクを使用して行うので、開
口部の長手方向端部が円弧状形状となることを抑制することができ、ディスクリネーショ
ンを抑制することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明をノーマリーブラック型のＦＦＳモードにより動作する液晶表示装置に
適用した場合の一実施形態を示す平面図であって、図中、１は液晶表示装置であって、表
示部２が複数の画素３をマトリックス状に配置されて構成されている。図１では、表示部
２の一部の画素３のみを示している。
【００１８】
　表示部２は、図１に示すように、Ｘ方向を水平方向とし、Ｙ方向を垂直方向とした矩形
状に形成され、その水平方向に沿って、画素選択信号が供給される複数のゲート線４が所
定間隔を保って配置されていると共に、垂直方向に沿って、表示信号が供給されるドレイ
ン線５が所定間隔を保って配置されている。なお、表示部２の水平方向は、表示部１が偏
光サングラスを通して視認される場合においては、その偏光サングラスの吸収軸と平行と
なるように設定する。
【００１９】
　これらゲート線４及びドレイン線５で囲まれる画素領域に画素３が配置されている。各
画素３には、画素形成領域の左上角部にゲート線４をゲート電極とした薄膜トランジスタ
ＴＲが配設されている。
　そして、画素３は、図２の断面図に示すように、多層構造とされ、バックライト１０に
対向する下面に第１の偏光板１１を形成したガラス等からなる第１の透明基板１２を有し
、この第１の透明基板１２の上面にバッファ膜１３が形成され、このバッファ膜１３の上
面に薄膜トランジスタＴＲを構成する図１で見てＵ字状のポリシリコンで形成された能動
層１４が配置され、この能動層１４を覆うようにゲート絶縁膜１５が配置されている。
【００２０】
　ゲート絶縁膜１５の能動層１４に対向する上面には能動層１４を２回通るようにゲート
線４が配置されてダブルゲート構造とされている。そして、ゲート絶縁膜１５及びゲート
線４は、層間絶縁膜１６で覆われている。この層間絶縁膜１６上には、コンタクトホール
ＣＨ１を通じて薄膜トランジスタＴＲのドレイン１７と接続されたドレイン線５と、コン
タクトホールＣＨ２を通じてソース１８と接続されたソース電極１９とが配置されている
。
【００２１】
　これらドレイン線５及びソース電極１９はパッシベーション膜２０で覆われ、このパッ
シベーション膜２０上に平坦化膜２１が形成されている。なお、パッシベーション膜２０
は必ずしも必要ではなく、省略することもできる。
　平坦化膜２１上には、ソース電極１９と対向する位置に開口部２２ａを有する共通電極
２２が配置されている。この共通電極２２は、例えば画素３が配置されている表示有効領
域ではベタ膜として形成され、画素３が配置されていな領域において、コンタクトホール
（図示せず）を通じて、共通電位が供給される共通電極線（図示せず）と接続されている
。また、ゲート線またはドレイン線に平行に連なった帯状に形成してもよいし、共通電極
線と画素毎も接続してもよい。
【００２２】
　そして、共通電極２２上に絶縁膜２３を介して画素電極２４が配置されている。この画
素電極２４は絶縁膜２３、共通電極２２の開口部２２ａ、平坦化膜２１及びパッシベーシ
ョン膜２０を通じて形成されたコンタクトホールＣＨ３を介してソース電極１９と接続さ
れている。
　また、画素電極２４は配向膜２５で覆われており、この配向膜２５のラビング方向は、
第１の偏光板１１の透過軸と平行となるように設定されている。
【００２３】
　そして、配向膜２５の上部に液晶分子Ｍを有する液晶層２６を介して下面にカラーフィ
ルタ２７及び配向膜２８を有する第２の透明基板２９が配置されている。ここで、配向膜
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２８のラビング方向は前述した配向膜２５と同じラビング方向を有している。また、液晶
層２６の液晶分子Ｍは、配向膜２５及び２８のラビング方向に応じて初期配向されており
、ホモジニアス配向されている。
【００２４】
　さらに、第２の透明基板２９の上面に第１の偏光板１１と直交する透過軸を有した第２
の偏光板３０が配置されている。
　そして、配向膜２５及び２８のラビング方向は、図３に示すように、水平方向（Ｘ方向
）と一致している。画素電極２４は、図３に示すように、配向膜２５及び２８のラビング
方向に対して所定角度θｓ１だけ傾斜した長方形状を有する複数のスリットＳ１が垂直方
向に所定間隔Ｌ１を保って平行に形成されている所謂シングルスリット構成とされている
。
【００２５】
　また、画素電極２４は、垂直方向の両端部側のスリットＳ１から所定距離Ｌ２だけ離れ
た位置にスリットＳ１と平行な短辺となる対向外周縁３１及び３２が形成され、これら対
向外周縁３１及び３２の左右両端を結んで垂直方向に延長する比較的長い長辺となる対向
外周縁３３及び３４が形成されて平行四辺形状の外形を有する。
　ここで、各スリットＳ１は、図２に示すように、絶縁膜２３を介して形成された上部電
極である画素電極２４と下部電極である共通電極２２との間に電圧を印加し、これによっ
て発生する電界によって液晶分子Ｍを駆動するための開口部である。スリットＳ１が垂直
方向に複数平行に形成されているので、画素３の透過率を向上させることができる。
【００２６】
　そして、各スリットＳ１は、その傾斜角θｓ１が液晶層２６の液晶分子Ｍの回転方向を
不定にさせないようにするために、配向膜２５及び２８のラビング方向に対して例えば約
＋５度～＋１５度、好ましくは約＋５度大きい値に設定されている。
　また、各スリットＳ１は、その長手方向の両端部が、これら両端部に対向する画素電極
２４の対向外周縁３３及び３４に対して所定距離Ｌ３だけ内側となるように形成されてい
る。結局、画素電極２４は、対向外周縁３１及び３２を形成する外側電極部３５及び３６
と、対向外周縁３３及び３４を形成する外側電極部３７及び３８とで平行四辺形状とされ
、外側電極部３７及び３８間がスリットＳ１を形成する連結電極部３９で連結されている
構成を有する。
【００２７】
　この画素電極２４は、パターニングする際に、フォトリソグラフィ工程により角部が若
干丸みを帯びる形状となる場合がある。この丸みを極力回避するためには、パターニング
に用いるマスクのパターンを、光近接効果を考慮したパターンとすれば、その丸みを無視
できる程度に抑えることができる。
　また、図１に示すように、平面から見て少なくとも画素電極２４の外側電極部３５とド
レイン線５とをそれらの一部が互いに重畳するように配置することにより、スリットＳ１
の端部をドレイン線５に近づけることができ、画素３における透過率をより向上させるこ
とができる。また、画素電極２４の外側電極部３５とゲート線４とをそれらが互いに重畳
しないように配置することにより、外側電極部３５と画素電極２４より大きく形成されて
いる下部電極である共通電極２２との電界により、外側電極部３５とゲート線４の間の液
晶分子Ｍを制御することができ、画素３における透過率をより向上させることができる。
【００２８】
　上記構成を有する液晶表示装置１の動作を、図２を参照して説明すると、共通電極２２
と画素電極２４との間に電界が生じないオフ状態では、液晶層２６の液晶分子Ｍはホモジ
ニアス配向されており、その長軸方向は、第１の偏光板１１の透過軸と例えば平行である
。このとき、第１の偏光板１１によって直線偏光されたバックライト１０の光は、そのま
まの偏光軸で液晶層２６を透過して第２の偏光板３０に入射する。しかし、この光は、そ
の偏光軸が第２の偏光板３０の透過軸と直行するため、第２の偏光板３０によって吸収さ
れる。即ち、黒表示表示（ノーマリーブラック）となる。
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【００２９】
　一方、共通電極２２と画素電極２４との間に電界が生じるオン状態では、この電界に応
じて、液晶層２６の液晶分子Ｍの長軸は、第１の透明基板１２に対して略水平に回転する
。このとき、第１の偏光板１１によって直線偏光されたバックライト１０の光は、液晶層
２６における複屈折により楕円偏光となり、第２の偏光板３０に入射する。この楕円偏光
のうち、第２の偏光板３０の透過軸と一致する成分が出射され、白表示となる。
【００３０】
　このとき、画素電極２４の外側電極部３５及び３６の対向外周縁３１及び３２がスリッ
トＳ１と平行に形成されているので、画素電極２４の外形を長方形状とする場合に比較し
て外側電極部３５及び３６に余分なマージンが生じることはなく、各画素３の透過率を向
上させることができる。
　なお、上記画素電極２４が配置された各画素３が、所謂ライン反転駆動により動作する
場合、垂直方向で隣接する各画素３の各画素電極２４には、極性の異なる表示信号が供給
される。そのため、異なる表示信号の間処理によって所望の表示が得られずに、それらの
画素３の境界近傍で表示不良が生じる場合がある。この問題を避けるためには、垂直方向
で隣接する各画素３の各画素電極２４を極力離間させた方が良いが、あまり離間距離を大
きくとると透過率の低下を招くことになる。
【００３１】
　そこで、一方の画素電極２４の対向外周縁３１と他方の画素電極２４の対向外周縁３２
との距離は、画素電極２４の対向外周縁３１及び３２の外側の液晶分子Ｍが電界により所
望の回転を得られる範囲の２倍と等しいか、それより多少大きい範囲とすることが好まし
い。例えば、隣接する各画素電極２４のうち、一方の画素電極２４の外周縁３１と、他方
の画素電極２４の外周縁３２との距離をＤ１とすると、５μｍ＜Ｄ１＜１５μｍであり、
好適な例としては７μｍ＜Ｄ１＜１０μｍである。
【００３２】
　なお、上記第１の実施形態においては、スリットＳ１の端部形状が丸みを帯びると、液
晶分子Ｍの回転方向が所望の方向に対して反転する領域が存在して、本来ならば白表示と
なるべき領域が黒表示となり透過率が低下する現象であるディスクリネーションが発生す
る。このディスクリネーションの発生を抑制するためには、スリットＳ１の端部形状が丸
みを帯びることなく形成することが必要であるが、このためのフォトリソグラフィ工程で
使用するマスクとして、図４に示すような、開口部電極形成マスク１００を使用する。
【００３３】
　この開口部電極形成マスク１００は、非透光パターン部１１２に対して、画素電極２４
のスリットＳ１に対向する位置にスリットＳ１の形状に応じた基本透光パターン部１１４
が形成され、さらに基本透光パターン部１１４のディスクリネーションの発生する部位に
基本透光パターン部１１４を拡張してディスクリネーションの発生を抑制する補正用透光
パターン部１１６及び１１８が形成されている。
【００３４】
　ここで、基本透光パターン部１１４のディスクリネーションが発生する部位は、上述し
た第１の実施形態のように、スリットＳ１がラビング方向に対して正方向即ち反時計方向
に傾斜している場合には、スリットＳ１の中心点をＸＹ座標の原点とし、Ｘ方向をスリッ
トの長手方向とし、Ｙ方向をスリットの幅方向としたときに、第２象限及び第４象限の角
部となる。なお、スリットＳ１がラビング方向に対して負方向即ち時計方向に傾斜してい
る場合には、上記ＸＹ座標系において第１象限及び第３象限の角部でディスクリネーショ
ンが発生する。
【００３５】
　補正用透光パターン部１１６は、図５で拡大図示するように、基本透光パターン部１１
４が非透光パターン部１１２内に拡張される形となるように基本透光パターン部１１４に
連通して形成され、基本透光パターン部１１４に連通してその長手方向即ちＸ軸に対して
反時計方向に例えば４５度傾斜して延長する比較的幅狭の帯状パターン部１１９と、この
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帯状パターン部１１９の延長端に形成された例えば直角二等辺三角形に形成された三角形
パターン部１２０とで構成されている。
【００３６】
　ここで、帯状パターン部１１９の幅寸法Ｂ及び基本透光パターン１１４の端部から三角
形パターン部１２０の先端部までの延長寸法Ｃが基本透光パターン部１１４の幅寸法Ａよ
りも小さく設定されている。
　寸法の一例を挙げると、エッチング後に形成される画素電極２４のスリット幅Ｓを約４
．０μｍとするときには、基本透光パターン部１１４の幅寸法Ａを約３．４μｍとするこ
とができ、この場合、補正用透光パターン部１１６の延長寸法Ｃを約１．７５μｍ、幅寸
法Ｂを約１．４μｍとすることができる。
【００３７】
　高精細な液晶表示装置では、基本透光パターン部１１４の幅寸法Ａは、露光装置の解像
度の限度近くの最小寸法に設定されることが多い。したがって、通常では、開口部電極形
成マスクのパターンの最小寸法は、露光装置の解像度を超えて小さくしても、所望の寸法
、形状に露光することはできない。ここで、光近接効果を利用することで、露光装置の解
像度以下の微細パターンを得ることができる。これは露光装置の解像度の限度近くの基本
パターン部の周辺部に、光の回折等を考慮した形状、寸法の補正用パターン部を設けるこ
とで、基本パターン部の周辺部の形状を補正し、露光装置の解像度以上の精度のパターン
を形成することができることに基づく。図４の例では、基本透光パターン部１１４のみで
は、露光装置の解像度の限界によって、露光パターンがその長手方向の端部において、円
弧状になるが、補正用透光パターン部１１６を設けることで、円弧状形状を補正して、か
なり矩形に近い露光パターンとすることができる。
【００３８】
　したがって、光近接効果を利用するため、補正用透光パターン部１１６の寸法は、基本
透光パターン部１１４の最小寸法よりも小さく設定される。上記の例で、露光装置の分解
能が約３μｍとすれば、基本透光パターン部１１４の最小寸法を露光装置の分解能の約３
μｍよりも大きい約３．４μｍとし、補正用透光パターン部１１６の最小寸法を露光装置
の分解能の３μｍより小さいやく１．４μｍとすることができる。
【００３９】
　このような開口部電極形成マスク１００は、一般的な露光マスクの製造方法に従って、
基本透光パターン部１１４の最小寸法を露光装置の解像度の許容範囲とし、基本透光パタ
ーン部１１４の長手方向の端部に、露光装置の解像度を超える小さな寸法を有する補正用
透光パターン部１１６を設けるように透光パターンを形成したものを用いることができる
。
【００４０】
　また、補正用透光パターン部１１８についても、詳細図示は省略するが、補正用透光パ
ターン部１１６と線対称な同一形状に形成されている。
　上記構成を有する開口部電極形成マスク１００を使用して露光を行うと、基本透光パタ
ーン部１１４及び補正用透光パターン部１１６，１１８を光が通過し、感光性レジストが
露光される。この感光性レジストは露光されると、その特性が変化するので、適当な現像
液を用いることで、露光部分を除去することができ、これによって、感光性レジストが基
本透光パターン部１１４と同じ形状に感光性レジストに開口部が形成される。このように
して開口部が形成された感光性レジストを用いて、画素電極用透明導電材料膜をエッチン
グすることにより、感光性レジストの開口部に対応する形状のスリットＳ１を有する画素
電極２４が形成される。
【００４１】
　次に、本発明の第２の実施形態を図６について説明する。
　この第２の実施形態は、配向膜２５及び３０のラビング方向と画素電極２４に形成した
スリットＳ１の傾斜角とを選択することにより、製造時におけるパターニングの制約上、
スリットＳ１の端のパターンが円弧状になることにより、画素電極の電極部からスリット
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Ｓ１の下層に延在する共通電極に延びる電界の方向とラビング方向との角が一様でなくな
り、液晶分子Ｍの回転方向が所望の方向に対して反転する領域が存在して、本来ならば白
表示となるべき領域が黒表示となり透過率が低下する現象、即ちディスクリネーションを
減少させ、画素の透過率を高めるようにしたものである。
【００４２】
　すなわち、第２の実施形態では、図６に示すように、配向膜２５及び３０のラビング方
向は、水平方向（Ｘ方向）に対して傾斜角θｒを有している。この傾斜角θｒは、例えば
約＋２０度～＋５０度であり、好ましくは約＋３０度である。第１偏光板１１の透過軸は
、このラビング方向に例えば平行である。
　平行四辺形又は略平行四辺形の形状を有した画素電極２４には、長辺Ｅ１と短辺Ｅ２か
らさなる平行四辺形又は略平行四辺形の形状を有した複数のスリットＳ１が互いに平行に
配置されている。平行四辺形の画素電極２４の長辺は、表示部２の垂直方向に平行である
。表示部１の水平方向に対するスリットＳ１の長辺Ｅ１の傾斜角θｓは、液晶層２６の液
晶分子Ｍの回転方向を不定にさせないようにするため、ラビング方向の傾斜角θｒよりも
、例えば約＋５度～＋１５度、好ましくは約５度大きく設定する。
【００４３】
　一方、水平方向に対するスリットＳ１の短辺Ｅ２の傾斜角θｅは、長辺Ｅ１の傾斜角θ
ｓよりも大きく、且つ（θｒ＋９０°）よりも小さく設定されている。すなわち、画素電
極２４では、スリットＳ１の端において、一方の各部Ａａｃは鋭角の開口部となっている
。
　また、画素電極２４の短辺側の対向外周縁３１及び３２は、水平方向に対して傾斜角θ
ｓを有している。すなわち、画素電極２４の対向外周縁３１及び３２はスリットＳ１の長
辺Ｅ１と平行である。これら対向外周縁３１及び３２は垂直方向に沿った対向外周縁３３
及び３４と鋭角で交差する。すなわち、対向外周縁３１と対向外周縁３４とが交差する箇
所及び対向外周縁３２と対向外周縁３３とが交差する箇所には鋭角の角部Ｃが存在するこ
とになる。
【００４４】
　なお、画素電極２４の外周縁の角部ＣとスリットＳ１の角部Ａａｃとは、画素電極２４
をパターニングする際、フォトリソグラフィ工程の光近接効果により若干丸みを帯びる場
合がある。この丸みを極力介するためには、パターニングに用いるマスクのパターンを、
上記光近接効果を考慮したパターンとすれば、その丸みを無視できる程度に抑えることが
できる。
【００４５】
　この第２の実施形態によると、画素電極２４が、スリットＳ１の鋭角となる角部Ａａｃ
の近傍において、液晶分子Ｍの回転方向の反転は起こりにくいため、ディスクリネーショ
ンが抑えられる。なお、スリットＳ１の他方の端の近傍では、そもそも液晶分子Ｍの回転
方向の反転は起こらないため、ディスクリネーションは生じない。
　さらに、画素電極２４の対向外周縁３１及び３２に沿った領域は、スリットＳ１の長辺
Ｅ１と平行であることから、対向外周縁３１及び３２に沿った領域にスリットＳ１の短辺
Ｅ２が配置されず、この領域では液晶分子Ｍの回転方向の反転が発生しないため、ディス
クリネーションが生じない。さらに、画素電極２４の対向外周縁３１及び３２とその外側
に配置した共通電極２２との電界によって、この領域の液晶分子Ｍの回転する角度が画素
３内と同じとすることができるため、表示に寄与する領域とすることができる。これによ
り、画素３全体におけるディスクリネーションを低減させ、透過率を高めることができる
。
　この場合スリットＳ１の端における画素電極２４の対向外周縁３３及び３４に沿った端
において、スリットＳ１の端と、対向外周縁３３及び３４と一番近い部分の距離が電極材
料の形成上、所定の距離を必要とするため、一番近い部分の距離を所定の距離とした場合
と比較すると、スリットＳ１の端が対向外周縁３３及び３４から離れてしまうことになる
。
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【００４６】
　この画素電極２４の端におけるマージンは、透過率を低下させることから、特に、画素
電極２４の対向外周縁３１及び３２よりも対向外周縁３３及び３４の方が長い場合では、
ディスクリネーションの生じる箇所が増大してしまう。すなわち、画素３全体における透
過率が著しく低下してしまう。これに対して、本実施形態では、スリットＳ１の傾斜角θ
ｓがラビング方向の傾斜角θｒよりも大きいことから、そのような画素電極２４の端にお
けるスリットＳ１の端と画素電極２４の対向外周縁３３及び３４との距離を近くすること
ができる。従って、上記透過率の低下を抑制することができる。
【００４７】
　次に、本発明の第３の実施形態を図７及び図８について説明する。
　この第３の実施形態では、画素電極を櫛歯状に形成したものである。
　すなわち、第３の実施形態では、図７及び８に示すように、前述した第１の実施形態に
おける画素電極２４の右側の外側電極部３８が形成されず、画素電極２４が櫛歯状に形成
されていることを除いては前述した図１及び図３と同様の構成を有し、図１及び図３との
対応部分には同一符号を付し、その詳細説明はこれを省略する。
【００４８】
　この第３の実施形態によると、第１の実施形態における画素電極２４の外側電極部３８
が形成されず櫛歯状の画素電極２４とされているので、スリットＳ１の端が形成されず、
透過率を向上させることができる。
　この第３の実施形態でも、櫛歯形状の画素電極２４を端部形状に丸みを帯びることなく
形成することがディスクリネーションを発生させないために必要であり、このためのフォ
トリソグラフィ工程で使用するマスクとして、図９に示すような、開口部電極形成マスク
２００を使用する。
【００４９】
　この開口部電極形成マスク２００は、非透光パターン部２１２に対して、画素電極２４
のスリットＳ１に対向する位置にスリットＳ１の形状に応じた基本透光パターン部２１４
が形成され、さらに基本透光パターン部２１４のディスクリネーションの発生する部位に
基本透光パターン部２１４を縮小してディスクリネーションの発生を抑制する補正用非透
光パターン部２１６及び基本透光パターン部２１４を拡張してディスクリネーションの発
生を抑制する補正用透光パターン部２１８が形成されている。
【００５０】
　ここで、基本透光パターン部１１４のディスクリネーションが発生する部位は、上述し
た第３の実施形態のように、スリットＳ１がラビング方向に対して正方向即ち反時計方向
に傾斜している場合には、スリットＳ１の中心点をＸＹ座標の原点とし、Ｘ方向をスリッ
トの長手方向とし、Ｙ方向をスリットの幅方向としたときに、第２象限及び第４象限の角
部Ｄとなる。なお、スリットＳ１がラビング方向に対して負方向即ち時計方向に傾斜して
いる場合には、上記ＸＹ座標系において第１象限及び第３象限の角部でディスクリネーシ
ョンが発生する。
【００５１】
　補正用非透光パターン部２１６は、図１０で拡大図示するように、非透光パターン部２
１２が基本透光パターン部２１４内に拡張される形、換言すれば基本透光パターン部２１
４が縮小される形に非透光パターン部２１２に連結して形成され、非透光パターン部２１
２に連結してその長手方向即ちＸ軸に対して反時計方向に例えば４５度傾斜して延長する
比較的幅狭の帯状非透光パターン部２１９と、この帯状非透光パターン部２１９の延長端
に形成された例えば直角二等辺三角形に形成された三角形非透光パターン部２２０とで構
成されている。
【００５２】
　ここで、帯状非透光パターン部２１９の幅寸法Ｉ及び非透光パターン２１２の端部から
三角形非透光パターン部２２０の先端部までの延長寸法Ｊが非透光パターン部２１２の幅
寸法Ｈよりも小さく設定されている。
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　寸法の一例を挙げると、エッチング後に形成される画素電極２４の細長い電極部の幅即
ちラインの幅寸法Ｗを約３．０μｍとするときには、非透光パターン部２１２の幅寸法Ｈ
を約３．６μｍとすることができ、この場合、補正用非透光パターン部２１６の延長寸法
Ｊを約１．５μｍ、幅寸法Ｉを約１．４μｍとすることができる。
【００５３】
　図４及び図５に関連して前述したように、光近接効果を利用することで、露光装置の解
像度以下の微細パターンを得ることができ、図１０の例では、基本透光パターン部２１４
あるいは非透光パターン２１２のみでは、露光装置の解像度の限界によって、露光パター
ンがその長手方向の端部において円弧状に、微細な補正用非透光パターン部２１６を設け
ることで、円弧状形状を補正して、かなり矩形に近い露光パターンとすることができる。
【００５４】
　したがって、光近接効果を利用するため、補正用非透光パターン部２１６の寸法は、基
本透光パターン部２１４又は非透光パターン２１２の最小寸法よりも小さく設定される。
上記の例で、露光装置の分解能が約３μｍであるとすれば、基本透光パターン部２１４の
最小寸法を露光装置の分解能の約３μｍよりも大きい約３．６μｍとし、補正用非透光パ
ターン部２１６の最小寸法を露光装置の分解能の３μｍより小さい約１．４μｍとするこ
とができる。
【００５５】
　このような開口部電極形成マスク１００は、一般的な露光マスクの製造方法に従って、
基本透光パターン部１１４の最小寸法を露光装置の解像度の許容範囲とし、基本透光パタ
ーン部１１４の長手方向の端部に、露光装置の解像度を超える小さな寸法を有する補正用
透光パターン部１１６を設けるように透光パターンを形成したものを用いることができる
。
【００５６】
　また、補正用透光パターン部２１８については、前述した図４及び図５の補正用透光パ
ターン部１１８と同様の構成を有する。
　この第３の実施形態では、前述した第１の実施形態の画素電極２４を櫛歯状にした場合
について説明したが、これに限定されるものではなく、前述した第２の実施形態の画素電
極を櫛歯状とするようにしてもよい。
【００５７】
　なお、上記第１～第３の実施形態においては、画素電極２４のスリットＳ１の長手方向
がラビング方向に対して正方向に傾斜している場合について説明したが、これに限定され
るものではなく、ラビング方向に対して負方向に傾斜させるようにしてもよい。
　また、上記第１～第３の実施形態においては、共通電極２２及び画素電極２４のうち画
素電極２４が液晶分子Ｍ側に配置されて、スリットＳ１が形成されている場合について説
明したが、これに限定されるものではなく、共通電極２２を液晶分子Ｍ側に配置した場合
には、画素電極２４に代えて、共通電極２２にスリットＳ１を形成すればよい。
【００５８】
　さらに、上記第１～第３の実施形態においては、薄膜トランジスタＴＲの能動層１４を
Ｕ字状に形成して、この能動層１４をゲート線４が２度横切るようにダブルゲート構造と
した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、図１１に示すように、能
動層１４を直線状に形成し、これに応じてゲート線４に能動層１４の位置で二股に分岐す
る分岐部３００を形成して、能動層１４をゲート線４が２回横切るダブルゲート構造とす
るようにしてもよい。
【００５９】
　なおさらに、上記第１～第３の実施形態においては、画素３がノーマリーブラック型の
ＦＦＳモードにより動作する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、
ノーマリーホワイト型のＦＦＳモードにより動作する液晶表示装置についても本発明を適
用することができる。この場合、第１の偏光板１１及び第２の偏光板３０の透過軸、配向
膜２５及び２８のラビング方向の関係をノーマリーホワイト型に対応して変更すればよい
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【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１の実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ上の断面図である。
【図３】図１の画素電極を示す平面図である。
【図４】第１の実施形態に適用する開口部形成用マスクを示す平面図である。
【図５】図４の補正透光パターン部の詳細を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態を示す画素電極の平面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態による液晶表示装置を示す平面図である。
【図８】図７の画素電極を示す平面図である。
【図９】第３の実施形態に適用する開口部形成用マスクを示す平面図である。
【図１０】開口部形成用マスクの補正非透光パターン部の詳細を示す図である。
【図１１】薄膜トランジスタの他の構成を示す平面図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１…液晶表示装置、２…表示部、３…画素、４…ゲート線、５…ドレイン線、１０…バ
ックライト、１１…第１の偏光板、１２…第１の透明基板、１３…バッファ膜、１４…能
動層、１５…ゲート絶縁膜、１６…層間絶縁膜、１７…ドレイン、１８…ソース、１９…
ソース電極、２０…パッシベーション膜、２１…平坦化膜、２２…共通電極、２３…絶縁
膜、２４…画素電極、２５…配向膜、２６…液晶層、２７…カラーフィルタ、２８…配向
膜、２９…第２の透明基板、３０…第２の偏光板、ＴＲ…薄膜トランジスタ、Ｓ１…スリ
ット、３１，３２…対向外周縁、３３，３４…対向外周縁、３５～３８…外側電極部、１
００…開口部形成用マスク、１１２…非透光パターン部、１１４…基本透光パターン部、
１１６，１１８…補正用透光パターン部、２００…開口部形成用マスク、２１２…非透光
パターン部、２１４…基本透光パターン部、２１６…補正用非透光パターン部、２１８…
補正用透光パターン部
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